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摘 要

本研究以溶膠-凝膠(sol-gel)法，藉由酸鹼值之調整與添加無機鋁鹽，合成穩定之膠態鍍膜液。經旋塗沉積(spin-on-deposition)

於玻璃基板上，於適當之熱處理後，形成結晶性的摻鋁氧化鋅薄膜(ZnO:Al, AZO)，當鋅與檸檬酸比3:1、鋁摻雜量為2.25時

所合成之AZO薄膜，經過700℃二次退火後其電阻系數可低至9.96×10-3 Ω?cm，其XRD繞射圖顯示在2θ=34°附近具

有(002)晶面之優選方向(preferential orientation)，且無金屬態鋅或鋁之結晶存在，其可見光區(400~800nm)之透光率可

達88~93％，而利用霍爾量測(Hall effect)顯示遷移率為5.03cm2/V-s及載子濃度為1.25×1020cm-3，顯示AZO之電性、載子

濃度、遷移率及電阻率間之變化可由雜質離子散射及晶界散射來解釋，兩者在不同參數下之透明導電膜內扮演著相互抗衡

之角色。

此溶膠凝膠鍍膜液可於常溫下進行操作，相較於傳統的真空成膜系統，更加節省製程的成本而減少特殊溶劑的使用量。本

研究主要探討製程參數，包括合成系統之pH值、熱處理溫度與氛圍等條件對AZO薄膜電性及光學性質之影響。

熱處理時，僅需通入少量氫氣即可形成透光度較佳之薄膜，光學能隙隨載子濃度之提升而增加，此為藍移的現

象(Burstein-Moss effect)，顯示因鋁摻雜後增加之載子佔據原ZnO導帶底部所造成之效應。

關鍵詞 : 鋁?雜氧化鋅(AZO)、溶膠-凝膠法(sol-gel)、奈米薄膜、酸鹼度
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